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摘要
由於製程上的整合，IC設計差異，例如：中間為功率元件、外圍邏輯元件，這都將導致

積體電路中的閘極氧化層(Gate Oxdie)厚度不一，會使得原本的靜電保護能力下降，而人類
本身就是導電體，在觸碰到這些電子設備時，會產生瞬間性高能量的靜電，如果設備本身的
靜電保護不足，將使得元件遭受靜電破壞，為了避免元件遭受破壞，能在元件的外部放入符
合的Macro Model模型，使高能量的靜電，通過專門的路徑，以避免造成IC內部損傷。

而在CMOS元件的製程中，我們需要用到隔離技術來隔離P型/N型接面，目前最先進的製
程為STI淺槽隔離技術，但因為需要的設備較為新穎而且在表面張力的部分會有較大的問題，
故許多工廠還是依舊再使用LOCOS矽局部氧化來做隔離，但矽局部氧化的嚴重缺點就是會產
生鳥嘴效應而讓元件減去一定大小的面積占據許多矽的表面區域，讓封裝密度增加而變得更
為困難，探討藉由在氮化矽與氧化層之間加入多晶矽(Poly-Si)並在應力/張力為改變太多的
情況下，是否能夠有效的改善鳥嘴效應(Bird’s beak)。
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